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晶片运输箱以及设置在其中用于盛放晶片盒

的缓冲件

(57) 摘要

本实用新型提供一种晶片运输箱以及设置在

其中用于盛放晶片盒的缓冲件。 所述缓冲件包

括：主体，所述主体具有顶面、底面和侧面，

且顶面上具有用于盛放所述晶片盒的下凹区域；

和缓冲区域，所述缓冲区域分别位于主体的各个

侧面，所述缓冲区域的截面形状均为波形，所述

波形为自所述侧面向所述主体的外侧延伸。所述

晶片运输箱包括：箱体；和上述缓冲件，其尺

寸与箱体的容纳尺寸匹配，并以下凹区域来盛放

晶片盒。本实用新型具有优良的缓冲性能和使晶

片安全运输的强度，保证了晶片运输的安全性，

从而提高了晶片成品率；另外，本实用新型可

以节省较为可观的时间和人力，并可使晶片运输

箱的成本大为降低。

(51)Int.Cl.

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利
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1. 一种设置在晶片运输箱中用于盛放晶片盒的缓冲件，其特征在于，包括：

主体，所述主体具有顶面、底面和侧面，且所述顶面上具有用于盛放所述晶片盒的

下凹区域；和

缓冲区域，所述缓冲区域分别位于所述主体的所述各个侧面，所述缓冲区域的截面

形状均为波形，所述波形为自所述侧面向所述主体的外侧延伸。

2. 根据权利要求 1所述的缓冲件，其特征在于，所述主体具有四个侧面。

3.根据权利要求 1所述的缓冲件，其特征在于，所述截面由垂直于所述主体的所述顶

面的方向和垂直于所述缓冲区域所在的所述侧面的方向所确立。

4.根据权利要求 1所述的缓冲件，其特征在于，所述缓冲区域的厚度均与所述主体相

同。

5. 根据权利要求 1或 4所述的缓冲件，其特征在于，所述缓冲件是用压制成型、挤出

成型、注塑成型或压延成型工艺中的一种工艺一体成型的成型件。

6.根据权利要求 1所述的缓冲件，其特征在于，所述缓冲件以选自发泡聚苯乙烯、发

泡聚丙烯、发泡聚乙烯或聚氯乙烯材料中的一种材料作为原料。

7.根据权利要求 1所述的缓冲件，其特征在于，所述主体的厚度为所述晶片运输箱的

高度的 10％～ 20％。

8.根据权利要求 7所述的缓冲件，其特征在于，所述主体的厚度为所述晶片运输箱的

高度的 13％～ 17％。

9. 根据权利要求 1所述的缓冲件，其特征在于，所述主体为长方体。

10. 根据权利要求 9所述的缓冲件，其特征在于，所述主体为正方体。

11. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述下凹区域位于所述主体的中央

区域。

12. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述下凹区域的形状与所述晶片盒

的底部形状相同。  
13. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述下凹区域的底部离所述顶面的

距离小于所述主体的厚度。

14.根据权利要求 13所述的缓冲件，其特征在于，所述下凹区域的底部离所述顶面的

距离为所述主体的厚度的一半。

15. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述缓冲区域在垂直于所述缓冲

区域所在的所述侧面的方向上的长度均占所述缓冲件在同一方向上的全部长度的 20％～

30％。

16. 根据权利要求 15 所述的缓冲件，其特征在于，所述缓冲区域在垂直于所述缓冲

区域所在的所述侧面的方向上的长度均占所述缓冲件在同一方向上的全部长度的 23％～

27％。

17. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述截面形状包括至少一个由以下

波形构成的截面形状：三角波形、正弦波形、矩形波形或其中两种以上的波形的组合。

18. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述截面形状均为由重复图形构成

的连续波形。

19. 根据权利要求 1、17或 18所述的缓冲件，其特征在于，所述截面形状均具有至少
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3个波峰。

20. 根据权利要求 1 所述的缓冲件，其特征在于，所述波形的高度至多为所述晶片运

输箱的高度的 50％。

21. 一种晶片运输箱，其特征在于，包括：

箱体；和

两个如权利要求 1 至 20 中任一项所述的缓冲件，其尺寸与所述箱体的容纳尺寸匹

配，并以所述下凹区域来盛放所述晶片盒。

22.根据权利要求 21所述的晶片运输箱，其特征在于，所述晶片运输箱还包括所述晶

片盒。  

权  利  要  求  书CN 201793136 U
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晶片运输箱以及设置在其中用于盛放晶片盒的缓冲件 

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体晶片运输领域，更特别地涉及一种晶片运输箱以及设置

在其中用于盛放晶片盒的缓冲件。  

背景技术

[0002] 典型的集成电路晶片制造工艺是在晶片上执行一系列复杂的化学或者物理操

作。 整个工艺过程可能要花费几周的时间，包括大概 350 或者更多的步骤来完成所有的

制造工艺。 为了增加多层金属及绝缘层，工艺流程要求晶片在不同的工艺步骤中循环。

由于不同的工艺流程需要在不同的生产区域中进行，而且，往往需要在独立于加工厂的

另一装配厂中对完成加工的晶片进行装配，所以需要经常对晶片进行搬运。 特别是，当

将尚未形成图案的晶片送到晶片加工厂、或者将成品晶片送到客户手中时，可能需要在

位于一个国家的不同辖区甚至不同国家之间通过货车搬运或航班空运的方式往返运输晶

片。  
[0003] 由于晶片属于贵重且易碎产品，因此，为了确保晶片在不同的工艺或不同区域

之间运送时的品质，避免由于碰撞或者挤压等使晶片产生裂纹或者发生破裂，导致成品

率或生产率降低、以及客户满意度降低，常常在晶片运输箱中放置缓冲件以对外界产生

的冲击力进行缓冲，达到保护晶片的目的。 例如，现有技术中的一种常用的晶片运输箱

包括箱体和缓冲件，其中缓冲件为海绵和 EPP(发泡聚丙烯 )板。 在进行包装时，首先，

在箱体的四个侧壁上填充一层海绵；然后，在箱体的底部、被海绵所包围的区域中放上

一片 EPP 板，此步骤需要进行对准操作使 EPP 板四周的突出部嵌入海绵一定深度以保证

两者紧密接触；然后，将装有晶片的晶片盒放在 EPP 板上指定的区域中；然后，在晶片

盒上再覆盖另一片与下层 EPP 板相同的 EPP 板，此步骤同样需要进行对准操作使 EPP 板

四周的突出部嵌入海绵一定深度以保证两者紧密接触；最后，用胶带对箱体进行密封。  
[0004] 上述晶片运输箱存在一些缺陷。 例如，由于在包装时需要进行放置海 绵、对准

等多种操作，因此操作者通常需要花费 8-10分钟才可完成一个晶片运输箱的包装。 当需

要包装大量晶片运输箱时，耗费的时间和人力都较大。 另外，海绵的形状不固定，所以

当将 EPP 板嵌入箱体底部时，为了保证 EPP 板固定不动从而防止晶片盒在箱体中发生滑

动，需要将 EPP 板上的突出部嵌入海绵一定深度形成紧密接触，这就增加了安装的复杂

度并浪费了大量时间。 进一步地，由于使用海绵作为缓冲件，使得晶片运输箱的成本大

大增加。  
[0005] 因此，本领域需要一种能够降低人力耗费和成本、安装简单、价格低廉且适于

安全运输晶片的晶片运输箱。  

实用新型内容

[0006] 在实用新型内容部分中引入了一系列简化形式的概念，这将在具体实施方式部

分中进一步详细说明。 本实用新型的实用新型内容部分并不意味着要试图限定出所要求
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保护的技术方案的关键特征和必要技术特征，更不意味着试图确定所要求保护的技术方

案的保护范围。  
[0007] 为了解决上述问题，本实用新型提供一种设置在晶片运输箱中用于盛放晶片盒

的缓冲件，包括： 
[0008] 主体，所述主体具有顶面、底面和侧面，且所述顶面上具有用于盛放所述晶片

盒的下凹区域；和 
[0009] 缓冲区域，所述缓冲区域分别位于所述主体的所述各个侧面，所述缓冲区域的

截面形状均为波形，所述波形为自所述侧面向所述主体的外侧延伸。  
[0010] 进一步地，所述主体具有四个侧面。  
[0011] 进一步地，所述截面由垂直于所述主体的所述顶面的方向和垂直于所述缓冲区

域所在的所述侧面的方向所确立。  
[0012] 进一步地，所述缓冲区域的厚度均与所述主体相同。  
[0013] 进一步地，所述缓冲件是用压制成型、挤出成型、注塑成型或压延成型工艺中

的一种工艺一体成型的成型件。  
[0014] 进一步地，所述缓冲件以选自发泡聚苯乙烯、发泡聚丙烯、发泡聚乙烯或聚氯

乙烯材料中的一种材料作为原料。  
[0015] 进一步地，所述主体的厚度为所述晶片运输箱的高度的 10％～ 20％。  
[0016] 进一步地，所述主体的厚度为所述晶片运输箱的高度的 13％～ 17％。  
[0017] 进一步地，所述主体为长方体。  
[0018] 进一步地，所述主体为正方体。  
[0019] 进一步地，所述下凹区域位于所述主体的中央区域。  
[0020] 进一步地，所述下凹区域的形状与所述晶片盒的底部形状相同。  
[0021] 进一步地，所述下凹区域的底部离所述顶面的距离小于所述主体的厚度。  
[0022] 进一步地，所述下凹区域的底部离所述顶面的距离为所述主体的厚度的一半。  
[0023] 进一步地，所述缓冲区域在垂直于所述缓冲区域所在的所述侧面的方向上的长

度均占所述缓冲件在同一方向上的全部长度的 20％～ 30％。  
[0024] 进一步地，所述缓冲区域在垂直于所述缓冲区域所在的所述侧面的方向上的长

度均占所述缓冲件在同一方向上的全部长度的 23％～ 27％。  
[0025] 进一步地，所述截面形状包括至少一个由以下波形构成的截面形状：三角波

形、正弦波形、矩形波形或其中两种以上的波形的组合。  
[0026] 进一步地，所述截面形状均为由重复图形构成的连续波形。  
[0027] 进一步地，所述截面形状均具有至少 3个波峰。  
[0028] 进一步地，所述波形的高度至多为所述晶片运输箱的高度的 50％。  
[0029] 本实用新型提供一种晶片运输箱，包括： 
[0030] 箱体；和 
[0031] 两个上述缓冲件，其尺寸与所述箱体的容纳尺寸匹配，并以所述下凹区域来盛

放所述晶片盒。  
[0032] 进一步地，所述晶片运输箱还包括所述晶片盒。  
[0033] 本实用新型的缓冲件结构简单、合理，具有优良的缓冲性能和使晶片安全运输
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的强度，保证了晶片运输的安全性，从而提高了晶片成品率。 本实用新型的晶片运输

箱，在包装时只需四步，而且无需进行对准等复杂操作，因此只需花费大约 5 分钟的时

间即可完成一个晶片运输箱的包装，节省了时间和人力；当需要包装大量晶片运输箱

时，其可以节省较为可观的时间和人力。 另外，由于晶片运输箱中只用到了一种缓冲件

而不再需要海绵，因此使得晶片运输箱的成本大为降低。  

附图说明

[0034] 本实用新型的下列附图在此作为本实用新型的一部分用于理解本实用新型。 附

图中示出了本实用新型的实施例及其描述，用来解释本实用新型的原理。 在附图中， 
[0035] 图 1a 示出了根据本实用新型一个实施例的缓冲件的俯视图； 
[0036] 图 1b 示出了图 1a 所示缓冲件的侧视图； 
[0037] 图 2a 示出了根据本实用新型一个实施例的缓冲区域的截面的示意图； 
[0038] 图 2b 示出了根据本实用新型另一个实施例的缓冲区域的截面的示意图； 
[0039] 图 2c 示出了根据本实用新型又一个实施例的缓冲区域的截面的示意图； 
[0040] 图 3所示为根据本实用新型一个实施例的已完成包装的晶片运输箱的效果图。  

具体实施方式

[0041] 在下文的描述中，给出了大量具体的细节以便提供对本实用新型更为彻底的理

解。 然而，对于本领域技术人员来说显而易见的是，本实用新型可以无需一个或多个这

些细节而得以实施。 在其他的例子中，为了避免与本实用新型发生混淆，对于本领域公

知的一些技术特征未进行描述。  
[0042] 为了彻底了解本实用新型，将在下列的描述中提出详细的说明，以便说明本实

用新型是如何提供晶片运输箱以及设置在其中用于盛放晶片盒的缓冲件的。 显然，本

实用新型的施行并不限定于半导体领域的技术人员所熟习的特殊细节。 本实用新型的较

佳实施例详细描述如下，然而除了这些详细描述外，本实用新型还可以具有其他实施方

式。  
[0043] 图 1a 示出了根据本实用新型一个实施例的缓冲件的俯视图；图 1b 示出了图 1a
所示缓冲件的侧视图。 参考图 1a 和图 1b，缓冲件 100包括主体 110和缓冲区域 120。  
[0044] 应当注意的是，对于本领域技术人员来讲显而易见的是，缓冲件 100的主体 110

可以构造为任意形状，但在优选的情况下，缓冲件 100 的主体 110 为与运输箱箱体相匹

配、且易于制造的长方体或正方体。 因此，此处为了叙述简便，仅对优选为长方体的主

体进行描述。 在这种情况下，主体 110仅具有顶面、底面和四个侧面。 当然，由于主体

110可以构造为其他形状，因此，主体 110可以具有与所述数量不同的侧面。  
[0045] 进一步地，基于上述原因，本文中仅示出了针对构造为长方体的主体的具有四

个缓冲区域 120 的缓冲件 100，且四个缓冲区域 120 分别从所述侧面向主体 110 的外侧

延伸。 对于本领域技术人员显而易见的是，还可以构造出不同数量的缓冲区域，例如 2

个、3个或多于 4个；且缓冲区域 120的位置依主体 110形状的不同还可能位于不同的位

置。 但此处为了简便，仅对具有四个缓冲区域 120的缓冲件 100进行描述。  
[0046] 作为示例，缓冲件 100 的长度 ( 沿图 1a 所示的 x 方向 )、宽度 ( 沿图 1a 所示的
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y 方向 )和厚度 (沿图 1b 所示的 z 方向 )均与晶片运输箱的相应的内部尺寸匹配。 所述

缓冲件 100 是用诸如压制成型、挤出成型、注塑成型、压延成型等工艺中的一种工艺一

体成型的成型件。 所述缓冲件 100 的缓冲材料以选自发泡聚苯乙烯 (EPS)、发泡聚丙烯

(EPP)、发泡聚乙烯 (EPE)、聚氯乙烯 (PVC) 等高分子聚合材料中的至少一种材料作为

主要原料，并优选地为 PVC 材料。 进一步的，上述主要原料占整个缓冲件原料的 50 重

量％以上，例如 60 重量％以上，70 重量％以上，80 重量％以上。 除了主要原料之外，

缓冲件的原料中还可以包括改善缓冲件性能的各种添加剂、成型缓冲件需要的各种加工

助剂等材料。 作为示例，主体 110 可以是长方体或正方体，且主体 110 具有顶面、底面

和四个侧面，且在所述顶面上具有用于盛放晶片盒的下凹区域 130。所述缓冲件 100的主

体 110的厚度 (沿图 1b 所示的 z 方向 )为整个晶片运输箱的高度的 10％～ 20％，优选地

为 13％～ 17％。 下凹区域 130 优选地位于主体 110 的中央区域。 下凹区域 130 的形状

与晶片盒底部的形状相同，其长度 (沿图 1a 所示的 x 方向 )和宽度 (沿图 1a 所示的 y 方

向 )与晶片盒的相应尺寸相同，或者其长度和宽度比晶片盒的相应尺寸大，例如大 1cm、

2cm ～ 5cm 等。 本领域技术人员可以根据晶片运输箱和晶片盒之间的实际尺寸关系确定

下凹区域 130的合适的尺寸，以不仅使晶片盒能够盛放在该下凹区域 130中，而且保证晶

片盒能够在下凹区域 130 的限制下不会发生较大的位移从而保证晶片盒在运输过程中的

安全和稳定。 下凹区域 130的底部离顶面的距离 (沿图 1b 所示的 z 方向上的距离 )小于

主体 110的厚度，以等于主体 110的厚度的一半为最佳。  
[0047] 作为示例，缓冲区域 120分别位于主体 110的各个侧面，且缓冲区域 120的截面

均为波形，波形为自所述侧面向主体 110 的外侧延伸。 更具体地，在优选的情况下，四

个缓冲区域 120 分别位于所述主体 110 的四个侧面。 所述四个缓冲区域 120 的截面形状

均为由简单重复图形构成的连续波 形，其中，截面由垂直于所述主体 110 的顶面的方向

和垂直于该缓冲区域 120 所在的侧面的方向所确立。 所述简单重复图形为诸如三角形、

矩形、弧形等形状。 所述截面形状均具有至少 3 个波峰，且所述波形的高度至多为晶片

运输箱的高度的 50％。 所述四个缓冲区域 120在垂直于其所在侧面的方向上的长度均占

所述缓冲件 100 在同一方向上的全部长度的 20％～ 30％，优选地为 23％～ 27％。 所述

截面形状包括至少一个由以下波形构成的截面形状：三角波形、正弦波形、矩形波形或

其中两种以上的波形的组合，如图 2a、2b 和 2c 所示。 进一步地，所述截面图形还可以

是其他具有缓冲作用的任意形状。 需要注意的是，所述四个缓冲区域 120 的厚度均可以

与所述主体 110相同，但为了图示清晰，在所示图中仅将四个缓冲区域 120简化为折线，

其中，缓冲区域 120 的厚度是指各缓冲区域在垂直于其表面的方向上的厚度，显然，由

于各缓冲区域的截面可以是由简单重复图形构成的连续波形，所述“垂直于其表面的方

向” 将随着该缓冲区域向四周延伸而变化，但缓冲区域的厚度可以是恒定的，以便于制

造。  
[0048] 如图 3 所示，示出了根据本实用新型一个实施例的已完成包装的晶片运输箱的

效果图。 如图所示，本实用新型的晶片运输箱 300 可以包括三部分：箱体 310、两个缓

冲件 320和 320’。 在该种情况下，需要在两个缓冲件 320和 320’之间放置另外购置的

晶片盒 330。 另外，本实用新型的晶片运输箱 300还可以包括四部分：箱体 310、两个缓

冲件 320和 320’、以及晶片盒 330。 在该种情况下，可以直接将该晶片运输箱 300运输
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到目的地，将晶片装入晶片盒 330，即可进行运输。 由于缓冲件 320与缓冲件 320’完全

相同，因此为了描述简便，以下仅对缓冲件 320 进行说明。 其中，缓冲件 320 包括主体

321和四个缓冲区域 322。 缓冲件 320的长度、宽度和厚度均与晶片运输箱 300的相应的

内部尺寸匹配。 所述缓冲件 320 是用诸如压制成型、挤出成型、注塑成型、压延成型等

工艺中的一种工艺一体成型的成型件。 所述缓冲件 320 的缓冲材料以选自发泡聚苯乙烯

(EPS)、发泡聚丙烯(EPP)、发泡聚乙烯(EPE)、聚氯乙烯(PVC)等高分子聚合材料中的

至少一种材料作为主要材料，并优选地为 PVC 材料。 进一步的，上述主要原料占整个缓

冲件原料的 50％重量以上，例如 60 重量％以上，70 重量％以上，80％重量以上。 除了

主要原料之外，缓冲件的原料中还可以包括改善缓冲件性能的各种添加剂、成型缓冲件

需要的各种加工助剂等材料。  
[0049] 其中，主体 321 具有顶面、底面和四个侧面，且在所述顶面上具有用于盛放晶

片盒的下凹区域 323。 主体 321可以是长方体或正方体。 所述缓 冲件 320的主体 321的

厚度为整个晶片运输箱 300的高度的 10％～ 20％，优选地为 13％～ 17％。 下凹区域 323

优选地位于主体 321 的中间位置。 下凹区域 323 的形状与晶片盒 330 底部的形状相同，

其长度 (沿图 3所示的 x 方向 )和宽度与晶片盒的相应尺寸相同，或者其长度和宽度比晶

片盒 330 的相应尺寸大，例如大 1cm、2cm ～ 5cm 等。 本领域技术人员可以根据晶片运

输箱 300和晶片盒 330之间的实际尺寸关系确定下凹区域 323的合适的尺寸，以不仅使晶

片盒 330能够盛放在该下凹区域 323中，而且保证晶片盒 330能够在下凹区域 323的限制

下不会发生较大的位移从而保证晶片盒 330 在运输过程中的安全和稳定。 下凹区域 323

的底部离顶面的距离 (沿图 3所示的 y 方向上的距离 )小于主体 321的厚度，以等于主体

321的厚度的一半为最佳。  
[0050] 作为示例，缓冲区域 322分别位于主体 321的各个侧面，且缓冲区域 322的截面

均为波形，波形为自所述侧面向主体 321 的外侧延伸。 更具体地，在优选的情况下，四

个缓冲区域 322分别位于所述主体 321的四个侧面，所述四个缓冲区域 322的截面形状均

为由简单重复图形构成的连续波形，其中，截面由垂直于所述主体 321 的顶面的方向和

垂直于该缓冲区域 322 所在的侧面的方向所确立。 所述简单重复图形为诸如三角形、矩

形、弧形等形状。 所述截面形状均具有至少 3 个波峰，且所述波形的高度至多为晶片运

输箱 300的高度的 50％。 所述四个缓冲区域 322在垂直于其所在侧面的方向上的长度均

占所述缓冲件 320 在同一方向上的全部长度的 20％～ 30％，优选地为 23％～ 27％。 所

述截面形状中包括至少一个由以下波形构成的截面形状：三角波形、正弦波形、矩形波

形或其中两种以上的波形的组合。 进一步地，所述截面形状还可以是其他具有缓冲作用

的任意形状。  
[0051] 综上所述，应当注意的是，对于本领域技术人员来讲显而易见的是，缓冲件 320

的主体 321可以构造为任意形状，但在优选的情况下，缓冲件 320的主体 321为与运输箱

箱体相匹配、且易于制造的长方体或正方体。 因此，此处为了叙述简便，仅对优选为长

方体的主体进行描述。 在这种情况下，主体 321仅具有顶面、底面和四个侧面。 当然，

由于主体 321可以构造为其他形状，因此，主体 321可以具有与所述数量不同的侧面。  
[0052] 进一步地，基于上述原因，本文中仅示出了针对构造为长方体的主体的具有四

个缓冲区域 322 的缓冲件 320，且四个缓冲区域 322 分别从所述侧面向主体 321 的外侧
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延伸。 对于本领域技术人员显而易见的是，还可以 构造出不同数量的缓冲区域，例如 2

个、3个或多于 4个；且缓冲区域 322的位置依主体 321形状的不同还可能位于不同的位

置。 但此处为了简便，仅对具有四个缓冲区域 322的缓冲件 320进行描述。 另外，需要

注意的是，所述四个缓冲区域 322的厚度均可以与所述主体 321相同，但为了图示清晰，

在所示图中仅将四个缓冲区域 322 简化为折线，其中，缓冲区域 322 的厚度是指各缓冲

区域在垂直于其表面的方向上的厚度，显然，由于各缓冲区域的截面可以是由简单重复

图形构成的连续波形，所述“垂直于其表面的方向” 将随着该缓冲区域向四周延伸而变

化，但缓冲区域的厚度可以是恒定的，以便于制造。  
[0053] 在对晶片盒 330进行包装时，操作人员先将缓冲件 320放入箱体 310的底部，其

盛放晶片盒的下凹区域 323的顶面向上 (如图 3所示的缓冲件 320的放置方向 )；然后，

将晶片盒 330放入缓冲件 320顶面上的下凹区域 323中；然后，在晶片盒 330上再覆盖一

层与下层缓冲件 320相同的缓冲件 320’，其下凹区域 323’向下以包覆住晶片盒 330的

顶部；最后，用胶带对箱体 310进行密封。  
[0054] 本实用新型的缓冲件结构简单、合理，具有优良的缓冲性能和使晶片安全运输

的强度，保证了晶片运输的安全性，从而提高了晶片成品率。 本实用新型的晶片运输

箱，在包装时只需四步，而且无需进行对准等复杂操作，因此只需花费大约 5 分钟的时

间即可完成一个晶片运输箱的包装，节省了时间和人力；当需要包装大量晶片运输箱

时，其可以节省较为可观的时间和人力。 另外，由于晶片运输箱中只用到了一种缓冲件

而不再需要海绵，因此使得晶片运输箱的成本大为降低。  
[0055] 本实用新型已经通过上述实施例进行了说明，但应当理解的是，上述实施例只

是用于举例和说明的目的，而非意在将本实用新型限制于所描述的实施例范围内。 此外

本领域技术人员可以理解的是，本实用新型并不局限于上述实施例，根据本实用新型的

教导还可以做出更多种的变型和修改，这些变型和修改均落在本实用新型所要求保护的

范围以内。 本实用新型的保护范围由附属的权利要求书及其等效范围所界定。  
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图 3
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